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摘 要

本文探討了矩形和環狀微帶片在多層柱面介質中的共振頻率與共振長度在各種結構參數下的變化.本研究採用嚴謹的全波分

析來建構一個譜域(spectral domain)的電場型積分方程式(EFIE),再經由矩量法(moment method)來求得其數值解.論文中,我們

探討了譜域併矢格林函數,積分路徑及電流密度的富立葉轉換.我們所計算的參數,除了複數共振頻率,品質因素外,還有頻率固

定時的共振長度;同時,我們儘可能的將所得結果與現有文獻的資料做一比較.本研究的內容可作為設計相關微帶裝置時之參

考.
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